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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS ET CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2: Diodes de redressement

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la C La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publ es internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout{Comit intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementale mentales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabo i t avec IOrganisation

Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par a entre anisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions\techniqu &se , dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étan c omités Hationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme d dations interndtionales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technique i comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification inte i i io de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la me j 5 grnationhales de la CEIl dans leurs normes

5) me indication d’approbation et sa responsabilité
6) L’attention est attirée s i ai Iléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété droifs analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme interna établie par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets
a semicondu ] 4

FDIS Rapport de vote

47E/136/FDIS 47E/143/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou

* amendée. Documents
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2: Rectifier diodes

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical/and etectronic fields To

participate in this preparatory work. International, governmental and non-govg c €
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIoeI ith e International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi 9 e

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical ma
international consensus of opinion on the relevant subjects since €ea
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations/for ipternationa

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to the maximu
divergence between the IEC Standard and
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate_its appreval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with gne an
he

6)

International stane ’ en prepared by subcommittee 47E: Discrete
semiconductor d 2 i ittee 47: Semiconductor devices.
This second editi reptaces the first edition published in 1983, its amend-
ments 1 (1992) afd This second edition constitutes a technical revison

FDIS Report on voting

47E/136/FDIS 47E/143/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
e« amended.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS ET CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2: Diodes de redressement

Note d'introduction

La présente publication doit étre utilisée avec la CEI 60747-1 qui donne les informations de
base sur:

— la terminologie;

— les symboles littéraux;

— les valeurs limites et caractéristiques essentielles;

— les méthodes de mesure;

— laréception et la fiabilité.

1 Domaine d'application

La présente publication donne les ous-catégories suivantes de

dispositifs.

Diodes de redressement, y compris:

Pour les_réf 5. datéesytés amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliqu S ois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme

des documents nohmatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniéere édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'lSO possedent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Partie 1: Généralités
Amendement 3 (1996).

3 Termes et définitions

Conformément aux Directives ISO/CEIl pour la rédaction et la présentation des Normes
internationales, cette partie de la CEl 60747 contient seulement les définitions nécessaires a la
compréhension des termes utilisés et leur signification exacte. D'autres définitions figurent
dans la CEIl 60747-1 et dans le chapitre 521 du Vocabulaire Electrotechnique International
(CEI 60050(521)).
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS —

Part 2: Rectifier diodes

Introductory note

As a rule, it will be necessary to use IEC 60747-1 together with the present publication.
In IEC 60747-1, the user will find all basic information on:

— terminology;

— letter symbols;

— essential ratings and characteristics;

— measuring methods;

— acceptance and reliability.

1 Scope

The present publication gives standards for th
devices.

or sub-categories of

Rectifier diodes, including:

avalanche rectifier diodes;

|
—_
g 3
v 5
P
wn

(@]
s =
—~ D
o
> ¢
52
Q 9
g 5
2 3
= J
® @
= A
o/ @
)

2 Normative @e

The following nor
constitute provisi

optain provisions which, through reference in this text,
ational Standard. For dated references, subsequent
amendments ny of these publications do not apply. However, parties to
agreements ational Standard are encouraged to investigate the possibility
of applyi ; cent editions of the normative documents indicated below. For undated

IEC 60747-1:1983,
General
Amendment 3 (1996).

emiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:

3 Terms and definitions

According to the ISO/IEC Directives for the drafting and presentation of International
Standards this part of IEC 60747 contains only those definitions which are necessary for the
understanding of the terms used and of their exact meaning. Further definitions may be found
in IEC 60747-1 and in Chapter 521 of the International Electrotechnical Vocabulary
(IEC 60050(521)).
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3.1 Termes généraux

3.1.1

sens direct

sens de circulation d'un courant continu permanent pour lequel une diode a semiconducteurs
présente la plus faible résistance

3.1.2

sens inverse

sens de circulation d'un courant continu permanent pour lequel une diode a semiconducteurs
présente la plus forte résistance

3.1.3
borne d'anode (d'une diode de redressement & semiconducteurs o
redressement)

borne vers laquelle le courant direct circule a partir du circuit

3.1.4
borne de cathode (d'une diode de redressement a semicond n bloc de
redressement)

borne & partir de laquelle le courant direct circule

3.1.5
bras d'un bloc de redressement

3.2.2
tension de se (To))

valeur de la tension directe obtenue au point de rencontre, avec l'axe des tensions, de la droite
représentant approximativement la caractéristique directe

3.2.3

tension de recouvrement direct ( Vig)

tension variable qui se produit pendant le temps de recouvrement direct, aprés commutation
instantanée a partir de zéro ou d'une tension inverse spécifiée jusqu'a un courant direct
spécifié

3.2.4
tension inverse continue permanente ( VR)
valeur de la tension constante appliquée a une diode dans le sens inverse
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3.1 General terms

3.1.1

forward direction

direction of the flow of continuous (direct) current in which a semiconductor diode has the
lower resistance

3.1.2

reverse direction

direction of the flow of continuous (direct) current in which a semiconductor diode has the
higher resistance

3.1.3
anode terminal (of a semiconductor rectifier diode or rectifier stack)
terminal to which forward current flows from the external circuit

3.1.4
cathode terminal (of a semiconductor rectifier diode or rectifi

3.1.5
rectifier stack arm
that portion of a rectifier stack boundedb

3.2 Terms related to rat

NOTE When several disti

clause 4). Q

3.2.1
forward voltage (
s ults from the flow of current in the forward direction

3.2.2
threshold vo age T0))
value of the age obtained at the intersection of the straight line approximation of

the forward characteristic with the voltage axis

3.2.3

forward recovery voltage ( Vgg)

varying voltage occurring during the forward recovery time after instantaneous switching from
zero or a specified reverse voltage to a specified forward current

3.2.4
continuous (direct) reverse voltage ( VR)
value of the constant voltage applied to a diode in the reverse direction
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3.2.5

tension inverse de créte ( Vrwwm)

valeur instantanée la plus élevée de la tension inverse, excluant toutes les tensions transitoires
répétitives et non répétitives

3.2.6

tension inverse de pointe répétitive ( Vrrm)

valeur instantanée la plus élevée de la tension inverse incluant toutes les tensions transitoires
répétitives, mais excluant toutes les tensions transitoires non répétitives

3.2.7
tension inverse de pointe non répétitive ( Vrgy)
valeur instantanée la plus élevée d'une quelconque tension inverse transitoi Qn répétitive

NOTE 1 On préférera la formule «tension inverse de pointe non répétitive».

dispositif. Une tension transitoire non répétitive est habituellement due a Erie on*admet que son
effet a complétement disparu avant que la transitoire suivante n'arrive.

3.2.8
tension de claquage ( Vgg)
tension dans la région ou se produit le claquage

3.3 Termes relatifs aux valeurs limites 2 | &Li gourants

3.3.1
courant direct ( /)
courant parcourant la di

3.3.2
courant direct moye
valeur du co [

3.34
courant dire Qinte repétitif ( Irrwm)
valeur de pointesdy/courant direct incluant tous les courants transitoires répétitifs

3.3.5

courant direct de surcharge prévisible ( ’(ov)

courant direct ayant sensiblement la méme forme d'onde que le courant direct normal spécifié,
mais de valeur supérieure, dont l'application permanente causerait un dépassement de la
valeur limite maximale de la température virtuelle de jonction, mais qui est limité dans le temps
a une valeur telle que cette température ne soit pas dépassée

NOTE Les dispositifs peuvent étre soumis a des courants de surcharge prévisible aussi fréquemment que
I'application le demande, tout en étant soumis a des tensions de fonctionnement normales.
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3.2.5

crest (peak) working reverse voltage ( Vrwwm)

highest instantaneous value of the reverse voltage, excluding all repetitive and non-repetitive
transient voltages

3.2.6

repetitive peak reverse voltage ( Vrrum)

highest instantaneous value of the reverse voltage, including all repetitive transient voltages,
but excluding all non-repetitive transient voltages

3.2.7
non-repetitive peak reverse voltage; peak transient reverse voltage (
highest instantaneous value of any non-repetitive transient reverse volta

NOTE 1 Preference should be given to the term "non-repetitive peak reverse voltage"

NOTE 2 The repetitive voltage is usually a function of the circuit and increase powendissipation of the
device. A non-repetitive transient voltage is usually due to an external causeand it ssumed that its”effect has
completely disappeared before the next transient arrives.

3.2.8
breakdown voltage ( Vggr)
voltage in the region where breakdown occurs.

3.3 Terms related to ratings and ch

3.3.1
forward current ( /g)

current flowing through the resistance

3.3.2

mean forward current (

value of the forw@c

3.3.3

r.m.s. forward cupre

r.m.s value of theforware ér one complete cycle of the operating frequency
3.3.4

repetiti ‘ lerm)

peak value © urrent including all repetitive transient currents
3.35

overload forward current ( IOV))

forward current of substantiaﬁly the same waveshape as the specified normal forward current,
but having a greater value, such that its continuous application would cause the rated
maximum virtual junction temperature to be exceeded, but that is limited in duration to such
an extent that this temperature is not exceeded

NOTE Devices may be subjected to overload currents as frequently as called for by the application, while being
subjected to normal operating voltages.
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3.3.6

courant direct de surcharge accidentelle ( /ggy)

impulsion de courant direct de courte durée et de forme d'onde spécifiée, dont I'application
provogque ou peut provoquer un dépassement de la valeur limite maximale de le température
de jonction, mais que l'on suppose ne se produire que rarement, un nombre limité de fois
durant la vie du dispositif, et étre la conséquence de conditions inhabituelles dans le circuit
(par exemple un défaut)

3.3.7
courant inverse ( /Ig)
courant conducteur total parcourant la diode quand une tension inverse spécifiée est appliquée

3.3.8

courant inverse résistif (i)
partie du courant inverse en régime permanent autre que
s'il existe

de puvrement,

3.3.9
courant de recouvrement inverse ( igR)
partie du courant inverse qui existe pendant le tem

3.3.10

valeur de /2t
intégrale du carré du courant direct ©
de courant

3.3.11

de temps
NOTE Cette de

ne d0|t pas dépasser afin d'éviter I'explosion du boitier ou I'émission
des conditions spécifiées de courant, de forme d'onde et de temps,

indiguées somme ‘suit:

1,
IZRct = J;)W i%dt

t, estla durée de I'impulsion de courant

ou

NOTE Cette définition implique qu'une fine craquelure puisse exister dans le boitier pour un dispositif soumis au
I2pct de non-rupture de boitier, pourvu qu'aucun jet de plasma n'ait été émis. Aucune partie du boitier ne doit se
détacher et le dispositif ne doit ni fondre extérieurement ni s'embraser.
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3.3.6

surge forward current ( I-gy)

forward current pulse of short time duration and specified waveshape, whose application
causes or would cause the maximum rated junction temperature to be exceeded, but which is
assumed to occur rarely and with a limited number of such occurrences during the service life
of the device and to be a consequence of unusual circuit conditions (for example a fault)

3.3.7
reverse current ( Ig)
total conductive current flowing through the diode when specified reverse voltage is applied

3.3.8
resistive reverse current (i)
that part of the steady-state reverse current exclusive of the recovery

3.3.9
reverse recovery current ( igg)
that part of the reverse current which occurs during the reve

3.3.10
/2t value
integral of the square of a surge forward current o

3.3.11
peak case non-rupture current (

3.3.12
case non-rupture

2
value of IRCt th

f
IPRet :IW idt
0
where
t, is the reverse current pulse duration

NOTE This definition implies that a fine crack in the case might be found in a device subjected to the case non-

rupture /éct provided that no plasma was emitted. Parts of the case shall not break away, nor shall the device melt
externally or burst into flames.
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3.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques: dissipations
de puissance

3.4.1
dissipation totale de puissance ( Pyy;)
somme des dissipations dues aux courants direct et inverse

3.4.2
dissipation de puissance directe ( P)
dissipation de puissance due au passage du courant direct

3.4.3

dissipation de puissance directe moyenne ( Pgpy)
valeur moyenne du produit de la tension directe instantanée et d
calculée sur une période compléte

ect instantané

3.4.4
dissipation de puissance inverse ( Pg)
dissipation de puissance due au passage du courant in

3.4.5

puissance qui est dissipée dans la
fonctionnement dans le sens inverse

3.4.6

puissance dissipée \dans i du passage de la tension inverse au courant direct,
lorsque la diode est|co 5 c sion-inverse a un courant direct

3.4.7
dissipation a la co
puissance dissipée 1s la_diodeylors du passage du courant direct a la tension inverse,

droite représentant approximativement la caractéristique directe
approximation de“la caractéristique directe de la tension en fonction du courant a l'aide d'une
droite qui coupe cette caractéristique en deux points spécifiés (voir figure 5)

3.5.2

résistance apparente directe ( rq)

valeur de la résistance qui correspond a la pente de la droite représentant approximativement
la caractéristique directe (voir figure 5)
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3.4 Terms related to ratings and characteristics: power dissipations

3.4.1
total power dissipation ( Pyy;)
sum of the dissipations due to currents in the forward and reverse directions

3.4.2
forward power dissipation ( Pg)
power dissipation due to the flow of forward current

3.4.3
mean forward power dissipation ( Pgpy)
mean value of the product of the instantaneous forward voltage and nstantaneous

forward current averaged over a full cycle

3.4.4
reverse power dissipation ( Pg)
power dissipation resulting from the flow of reverse current

3.4.5
surge reverse power dissipation (of avalanche and
diodes) ( Prgm)
power which is dissipated within the digte res
in the reverse direction

3.4.6
turn-on dissipation ( Pggp,)
power dissipated within t

which crossesthis characteristic at two specified points (see figure 5)

3.5.2

forward slope resistance ( ry)

value of the resistance calculated from the slope of the straight line approximation of the
forward characteristic (see figure 5)
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3.5.3

temps de recouvrement direct ( t;)

intervalle de temps entre l'instant ou la tension directe croit en passant par une premiére
valeur spécifiée et celui ou elle décroit de sa valeur de pointe Vrg\, @ une seconde valeur
spécifiée proche de la valeur stable finale de la tension directe (comme indiqué a la figure 1a),
ou celui ou elle atteint par extrapolation la valeur zéro (comme indiqué a la figure 1b), aprés
application d'un échelon spécifié de courant direct, a partir d'une tension nulle ou d'une autre
tension inverse spécifiée.

NOTE 1 Méthode |: Les premiére et seconde valeurs spécifiées indiquées dans la définition sont fixées

généralement a 10 % et 110 % respectivement de la valeur stable finale de la tension directe (V*. sur les figures la
et 1b).

NOTE 2 Méthode II: L'extrapolation est effectuée en tragant une droite passant par deu
comme il est indiqué sur la figure 1b ou les valeurs de A et B sont généralement 90 9

FRM"

points A et B spécifiés,
% respectivement, de

t

IEC 056/2000

t

IEC 057/2000

Figure 1b — Méthode Il

Figure 1 — Forme d'onde de la tension pendant le recouvrement direct
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3.5.3

forward recovery time ( ;)

time interval between the instant when the forward voltage rises through a specified first value
and the instant when it falls from its peak value Vg, to a specified second value close to the
final stable value of forward voltage (as shown in figure 1a), or when the extrapolated forward
voltage reaches zero (as shown in figure 1b), upon the application of a specified step of
forward current following a zero-voltage or other specified reverse-voltage condition

NOTE 1 Specification method |: The specified first and second values referred to in the definition are usually
10 % and 110 %, respectively, of the final stable value (V*¢ in figures 1a and b).

NOTE 2 Specification method II: The extrapolation is carried out with respect to specified points A and B where A
and B are usually 90 % and 50 % of V., as shown in generalized form in figure 1b.

Ve

t

IEC 056/2000

t

IEC 057/2000

Figure 1b — Specification method II

Figure 1 — Voltage waveform during forward recovery
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354

temps de recouvrement inverse ( t,)

intervalle de temps compris entre l'instant ou le courant passe par la valeur zéro, au cours du
passage du sens direct au sens inverse, et I'instant ou le courant inverse, aprés avoir atteint la
valeur de pointe /gy, est réduit a une faible valeur spécifiée (comme indiqué a la figure 2a) ou
atteint par extrapolation la valeur zéro (comme indiqué a la figure 2b)

NOTE L'extrapolation est effectuée en tragant une droite passant par deux points A et B spécifiés, comme indiqué
a la figure 2b. Bien que le point A soit souvent spécifié a 90 % de Iy, il peut étre spécifié a Iy,

A

lem ==

|

IEC 058/2000

Figure 2a — Spécificati -

Y.

di
(Gt )i=o (Gt Imax.

IEC 059/2000
Figure 2b — Spécification utilisant les points «A» et «B»

Figure 2 — Forme d'onde du courant pendant le recouvrement inverse

3.5.5

charge recouvrée ( Q,)

charge totale recouvrée dans la diode pendant un temps d'intégration spécifié apres
commutation d'une condition de courant direct spécifiée & une condition inverse spécifiée:

o+

QI‘ :J; iR Edt
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3.5.4

reverse recovery time ( t,)

time interval between the instant when the current passes through zero, when changing from
the forward direction to the reverse direction, and the instant when the reverse current is
reduced from its peak value Iz, to a specified low value (as shown in figure 2a) or when the
extrapolated reverse current reaches zero (as shown in figure 2b)

NOTE The extrapolation is carried out with respect to specified points A and B. as shown in generalised form in
figure 2b. Although point A is often specified at 90 % of I, it may be specified at Iy.

A

lem

Ol )
dt /max.
IEC 058/2000

V.

dt )max.
IEC 059/2000

Figure 2b — Specifications using points "A" and "B"

Figure 2 — Current waveform during reverse recovery

3.5.5

recovered charge ( Q,)

total charge recovered from the diode during a specified integration time after switching from
a specified forward current condition to a specified reverse condition:

lotf

oh :J’t iR [dt
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ou
t, estlinstant ol le courant passe par la valeur zéro;
t estle temps d'intégration spécifié (voir figure 3).

NOTE Cette charge inclut les composantes dues aux porteurs de charge stockée et a la capacité de la couche

diélectrique.
Ie 4 .
A t
O
iR
Figure 3 — Charge recouvrée
3.5.6

temps de croissance du courant de recouvrement inve
intervalle de temps entre le début du temps de recouv
de recouvrement inverse atteint sa valeur de

courant direct spécifié a une tension inverse spéc

3.5.7
temps de décroissance du courant de ty tp)

intervalle de temps entre l'instant o | pouvrement inverse atteint sa valeur de
pointe et la fin du temp es commutation instantanée d'un courant
direct spécifié a une te ' i

3.5.8 <>
charge pendantie

chargé pe QrrE)
partie de_la‘char vrée qui est recouvrée par la diode pendant le temps de décroissance

NOTE Les interva de temps ¢, (3.5.6) et t ; (3.5.7) sont définis tels que leur somme est égale au temps d

recouvrement inverse {, tandis que la charge recouvrée Q, (3.5.5) est définie pour un temps d’intégration . Comme
conséquence, la somme des charges partielles Qprr (3.5.8) et Qg (3.5.9) est différente de Q,, si le temps ¢,
n'est pas égal au temps ¢,

3.5.10
facteur de douceur (de recouvrement inverse) ( Frrg)
valeur absolue du rapport de la vitesse de croissance du courant de recouvrement inverse au
passage a zéro et de la vitesse maximale de décroissance du courant de recouvrement
inverse. Voir figures 2a et 2b.
— (dirr /dt)izo
RRS =71 /7 an
(digf / dt)max
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where
t, is the instant when the current passes through zero;

t.

i
NOTE This charge includes components due to both carrier storage and depletion layer capacitance.

t T
O
60/20
Figure 3 — Recovered charge
3.5.6

reverse recovery current rise time ( t

is the specified integration time (see figure 3).

rer? a)

3.5.8
rise time charge (
part of the recov
current rise tipr

current fall time

NOTE The time intervals t,, (3.5.6) and t,; (3.5.7) are defined so that their sum equals the reverse recovery time
t, whereas the recovered charge Q, (3.5.5) is defined for an integration time t. As a consequence, the sum of the
partial charges Qggrr (3.5.8) and Qrgr (3.5.9) will differ from Q, unless t,, equals .

3.5.10

(reverse recovery) softness factor ( Fzrgrs)

absolute value of the ratio of the rate of rise of the reverse recovery current when passing
through zero to the maximum rate of fall of the recovery current. See figures 2a and 2b.

— (dirr /dt)i:O

Fr :
(dirs / dt)max
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4 Symboles littéraux

4.1 Généralités

Les regles générales de la CEI 60747-1, chapitre V, sont applicables en partie.

4.2 Indices généraux supplémentaires

En supplément a la liste des indices généraux donnés dans la CEI 60747-1, chapitre V, les
indices spéciaux suivants sont recommandés pour le domaine des diodes de redressement:

4.2.1 Pour les courants, les tensions et les puissances
(Voir aussi 2.2.1 de la CEl 60747-1, chapitre V):

A, a = anode
K, k = cathode
(TO)

4.2.2 Pour les parametres électriques
(Voir aussi 2.2.2 de la CEI 60747-1, ehapitre
T = apparent

seuil

4.3 Liste de symboles littéraux

dans le domaine d

générales.
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4 Letter symbols

4.1 General
The general rules of IEC 60747-1, Chapter V, are applicable in part.
4.2 Additional general subscripts

In addition to the lists of recommended general subscripts given in IEC 60747-1, Chapter V,
the following special subscripts are recommended for the field of rectifier diodes:

4.2.1 For currents, voltages and powers
(See also 2.2.1 of IEC 60747-1, Chapter V):

A, a = anode
K, k = cathode
(TO) = threshold

4.2.2 For electrical parameters
(See also 2.2.2 of IEC 60747-1, Chapter V):
T =slope

4.3 List of letter symbols

The symbols contained i mended for use in the field of rectifier

diodes; they have been con

9
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4.3.1 Tensions

60747-2 © CEI:2000

direct

Nom et désignation Symbole littéral Observations
Tension directe continue Ve
Tension directe de créte Veu
Tension directe moyenne (avec I, spécifi¢) Veav)
Tension inverse continue I’
Tension inverse de créte Vewm
Tension inverse de pointe répétitive VerM
Tension inverse de pointe non répétitive Vrsm
Tension de claquage Vier) /4
Tension de recouvrement direct Ver \ Q
Valeur de pointe de la tension de recouvrement Verm

AN
v N\

de la tension inverse

/\/'\ure 4 aletys

0 |
\> t
VRWM
VRRM
VRSM
VR IEC 061/2000

NN

/NQQ\Q désignation Symbole littéral Remarques
Résistance apparente~en direct re Ie
Tensionde s V(TO)
It
Vito) Ve
IEC 062/2000
Figure 5 — Caractéristique directe
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4.3.1 Voltages

Name and designation Letter symbol Remarks

Continuous (direct) forward voltage Ve

Crest (peak) forward voltage Vem

Average forward voltage (with /g specified) VE(av)

Continuous (direct) reverse voltage Vr

Crest (peak) working reverse voltage VrRwmMm

Repetitive peak reverse voltage VRRM

(maximum recurrent reverse voltage) RN

Non-repetitive peak reverse voltage

_ Vrsm
(peak transient reverse voltage) (\

Breakdown voltage VigR) < >
Forward recovery voltage VR /\ \
Peak value of forward recovery voltage VERM \\\
v N\
0 Ja—— m\ -
U t

IEC 061/2000

N}»Q an\d\Mgn tion Letter symbol Remarks

Forward slope resistan I Ie
Threshold voltag Vito)
It
Vito) Ve

IEC 062/2000
Figure 5 — Forward characteristic
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4.3.2 Courants

Nom et désignation Symbole littéral Observations
Courant direct continu Ie
Courant direct moyen leav
Courant direct de pointe répétitif lerm
Courant direct efficace lerms
Courant direct de surcharge prévisible I(ov)
Courant direct de surcharge accidentelle lesm
Courant inverse continu I (
Courant maximal de recouvrement inverse Iom /\< N (\
Courant de recouvrement inverse irr < \ \>
Courant de pointe pour non-rupture de boitier Irsme (\ \

IEC 063/2000

Figure 6 — Valeurs limites du courant direct
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4.3.2 Currents
Name and designation Letter symbol Remarks
Continuous (direct) forward current I
Mean forward current Ieav
Repetitive peak forward current IerM
r.m.s forward current Ierms
Overload forward current lov)
Surge (non-repetitive) forward current Iesm
Continuous (direct) reverse current Ir
Peak reverse recovery current Irm (
Reverse recovery current irr . (\
Peak case non-rupture current Irsmc >

e A

IFSM’ **********

lowy

ferm]

Figure 6 — Forward current ratings

IEC 063/2000
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4.3.3 Puissances

Nom et désignation Symbole littéral Observations
Dissipation de puissance en direct P
Dissipation de puissance en inverse Pg

Dissipation a I'établissement du courant:

— dissipation moyenne a I'établissement du courant PFT(AV)

— dissipation totale instantanée a I'établissement du Pt
courant

— dissipation de pointe a I'établissement du courant Perm

Dissipation a la coupure du courant:

— dissipation moyenne a la coupure du courant PRQ(AV)
— dissipation totale instantanée a la coupure du Prg
courant
— dissipation de pointe a la coupure du courant Prom
N\
4.3.4 Commutation Q \ \
Nom et désignation Symbole Iitt\eN-KI A Observations
Temps de recouvrement direct \ ﬁfr] N
Temps de recouvrement inverse \ > t ( \ | >

Temps de croissance du courant de recouvremen tmw
inverse

Temps de décroissance du courant de recoyvrement trindp
inverse

Charge recouvrée < /\ \) v A Orr

Charge pendant le tempNe c\ra{ssa}\ce(-\ ) OrRR

Charge pendant Ie/tgmpkdez\&é}rg\{an&\ \ QRRE
Facteur de doucg{r@ re)c\ouvre@ntwerska\ Frrs
%

5.1

5.1.1 Gammed'application
Cet article donne des normes pour les diodes de redressement, y compris:

— les diodes de redressement a avalanche;
— les diodes de redressement a avalanche contrblée;
— les diodes a commutation rapide.

5.1.2 Méthodes de spécification

On doit spécifier les diodes de redressement comme des dispositifs a température ambiante
spécifiée ou a température de boitier spécifiée.

5.1.3 Températures recommandées

Plusieurs des valeurs limites et des caractéristiques doivent étre indiquées a une température
de 25 °C et a une autre température spécifiée.
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4.3.3 Powers

— 35 —

Name and designation

Letter symbol

Remarks

Forward power dissipation P
Reverse power dissipation Pg
Turn-on dissipation:

— average turn-on dissipation PFT(AV)
— total instantaneous turn-on dissipation Pet
— peak turn-on dissipation Perm
Turn-off dissipation:

— average turn-off dissipation Proav)
— total instantaneous turn-off dissipation Prag
— peak turn-off dissipation PRQM

4.3.4 Switching

Name and designation

Forward recovery time

Reverse recovery time

Reverse recovery current rise time

AN

Reverse recovery current fall time

k|

Recovered charge

OMC@RrR

Rise time charge

Fall time charge

/’_\

(Reverse recovery) softness'\fac\f@{

5 Essential ratl;

5.1 General
51.1
This clau

— controlled-avalanche rectifier diodes;

— fast-switching rectifier diodes.

5.1.2 Rating methods

haracteristies

Rectifier diodes should be specified as ambient-rated or as case-rated devices.

5.1.3

Recommended temperatures

Many of the ratings and characteristics are required to be quoted at a temperature of 25 °C
and at one other specified temperature.
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Sauf indication contraire, cette autre température spécifiée doit étre choisie par le fabricant
dans la liste donnée par la CEI 60747-1; de plus, les températures de —40 °C et de +35 °C
peuvent étre utilisées.

5.2 Conditions pour les valeurs limites

Les valeurs limites données en 5.3 doivent étre indiquées pour une ou plusieurs des conditions
thermiques suivantes:

5.2.1 Diodes de redressement a température ambiante spécifiée
5.2.1.1 Convection libre

A 25°C et & une température plus élevée (voir 5.1.3). Le fluide/de dissement et la
pression (dans le cas d'un gaz) doivent étre spécifiés.

Cette durée doit étre choisie parmi les valeurs suivantes: 10 ms; 8,3 ms; 1 ms et 0,1 ms.

5.3.2 Tension inverse de pointe répétitive ( Vrgrm)

Valeur maximale des impulsions de tension inverse répétitives en forme de demi-ondes
sinusoidales, dont la durée et la vitesse de répétition doivent étre spécifiées.

Cette durée doit étre choisie parmi les valeurs suivantes: 10 ms; 8,3 ms; 1 ms et 0,1 ms.

5.3.3 Tension inverse de créte ( Vgwm)

Valeur maximale d'une tension inverse répétitive en forme de demi-ondes sinusoidales a la
fréquence du réseau, en général 50 Hz ou 60 Hz (durée: 10 ms ou 8,3 ms).
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Unless otherwise stated, the one other specified temperature should be chosen by the
manufacturer from the list in IEC 60747-1; in addition, temperatures of —40 °C and +35 °C
may be used.

5.2 Rating conditions

The ratings given in 5.3 should be stated under one or more of the following thermal
conditions:

5.2.1 Ambient-rated rectifier diodes

5.2.1.1 Natural convection

At 25 °C and at one higher temperature (see 5.1.3). The cooling fluid™g
case of a gas) should be specified.

ure (in the

Air pressure should be at least 90 kPa (900 mbar), corresponding imumlevel of
1 000 m above sea level.

5.2.1.2 Forced circulation

NOTE The reference-point témpera i temperature. For small rectifier diodes, the

5.3 Voltage andsurre
The following rati - alid fc whole range of operating conditions as stated for
the particular device.

5.3.1 Non-pépeti ' arse voltage ( Vgrgm)

e of reverse voltage with a half-wave sinusoidal waveform, the
specified.

This duration should be chosen from the following values: 10 ms; 8,3 ms; 1 ms and 0,1 ms.

5.3.2 Repetitive peak reverse voltage ( Vggrm)

Maximum value of repetitive reverse voltage pulses, with half-wave sinusoidal waveform,
whose duration and repetition rate have to be specified.

This duration should be chosen from the following values: 10 ms; 8,3 ms; 1 ms and 0,1 ms.

5.3.3 Crest (peak) working reverse voltage ( Vgywm)

Maximum value of a repetitive reverse voltage having a half-wave sinusoidal waveform at
mains frequency, usually 50 Hz or 60 Hz (duration: 10 ms or 8,3 ms).
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5.3.4 Tension inverse continue ( Vg) (s'il y a lieu)

Valeur maximale.

5.3.5 Courant direct moyen ( Izay)

Courbe indiquant les valeurs maximales en fonction de la température ambiante ou de la
température de boftier pour un circuit monophasé, simple alternance, avec une charge
résistive. En outre, on peut donner des courbes pour d'autres circuits.

NOTE La valeur limite du courant direct moyen est indiquée en supposant qu'aucune surcharge ne se produit.

5.3.6 Courant direct de pointe repétitif ( Izg\) (s'il y a lieu), (spécialémentpour les diodes a

commutation rapide)

Courbes montrant les valeurs maximales de courant direct (de p
la durée de I'impulsion de courant en forme de demi-onde gi
répétition comme paraméetre, dans les conditions spécifiées
— température d'un point de référence;

— tension inverse;

— réseau d'amortissement RC, s'il y a lieu.

La figure 7 est donnée a titre d'exem g pour explications.

1 0,5 kHz
‘ >
1 000 t, (us)
IEC 064/2000
Figure ant direct de pointe maximal  /gg), en fonction de la durée de I'impulsion to

Parametre: fréquence de répétition  fj

ler A

|
t

HI—»‘

p

T=11, IEC 065/2000

Figure 7a — Définition du temps d'impulsion tp etdutempsdecycle T
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